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С точки зрения применения в технологии создания новых электронных приборов значительный интерес представляет использование пористого анодного оксида алюминия в качестве маски для последующей локальной модификации свойств приповерхностного слоя различных твердых материалов [1-2]. В отличие от существующей проекционной оптической фотолитографии, эксплуатирующей сверхглубокий ультрафиолет, данный нелитографический метод является существенно более дешевым, доступным и является в настоящее время весьма эффективным для изготовления и изучения электрофизических свойств ряда элементов опто- и наноэлектроники в лабораторных условиях.


В настоящей работе приведены сведения, раскрывающие физико- технологические особенности нанопрофилирования кремния плазменным травлением через твердую маску пористого оксида алюминия. Показано, что реактивно- ионное травление кремния через данную маску приводит к поляризации оксида, затрудняющей транспорт ионов к донной части пор, травление  барьерного оксидного слоя и следующего за ним материала кремниевой подложки. Дано физическое представление об эффекте поляризации оксида при взаимодействии с ускоренными ионами плазмы. Отмечено, что чисто «радикальное» травление, в котором поляризация оксида исключена, не обеспечивает анизотропии процесса локального травления кремния. Предложен  способ формирования нанопрофилированной поверхности кремния, основанный на использовании комбинированного «сухого» травления, включающего первоначальную бомбардировку структур  ускоренными нейтральными атомами инертного газа с дальнейшим их реактивно- ионным травлением. В данном способе минимизирован эффект поляризации оксида, достигается высокая анизотропия процесса травления  и обеспечивается расширение диапазона глубины травления кремния. На рис. 1 представлено ти- 
	пичное изображение поверхности кремниевой подложки после комбинированного травления.
Показано, что при плазменном травлении кремния через твердую маску оксида алюминия латеральные размеры локальных углублений в кремнии зависят от аспектного отношения пор оксида алюминия. Снижение аспектного отношения пор оксида алюминия позволяет провести нанопрофилирование кремниевой подложки, углубления в которой повторяют в целом рисунок пор твердой маски оксида алюминия.
Приведены примеры использования нанопрофилированного кремния при создании фотонных кристаллов, эмиссионных структур, элементов фото- и бетавольтаики.
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Рис. 1. АСМ - изображение поверхности кремниевой подложки после комбинированного «сухого» травления и селективного удаления с нее твердой оксидной маски (а) и профиль поперечного сечения этой структуры вдоль выделенной линии (б).
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